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【57】申請專利範圍
1.　一種製造半導體裝置的方法，其包括：提供一第一支撐層，其具有一開口在該第一支撐
層中；置放一半導體晶粒在該第一支撐層的該開口之中，其中該開口的覆蓋區大於該半

導體晶粒的覆蓋區；以及沉積一囊封劑於該半導體晶粒和該第一支撐層上方。

2.　根據申請專利範圍第 1項的方法，其進一步包含形成一互連結構於該半導體晶粒的主動
表面和該囊封劑之一表面上方。

3.　根據申請專利範圍第 1項的方法，其進一步包含：移除該囊封劑的一部分以曝露該半導
體晶粒的背表面；以及形成一第二支撐層以接觸該半導體晶粒的該背表面以及在移除該

囊封劑的該部分之後的該囊封劑的遺留部分。

4.　根據申請專利範圍第 1項的方法，其中該第一支撐層包含一纖維增強型聚合物矩陣複合
材料。

5.　根據申請專利範圍第 1項的方法，其中該第一支撐層的高度是低於該半導體晶粒的高
度。

6.　根據申請專利範圍第 1項的方法，其進一步包含移除該囊封劑的一部分。
7.　一種製造半導體裝置的方法，其包括：提供一半導體晶粒；形成一第一支撐層於該半導
體晶粒周圍的一周邊區域中；沉積一囊封劑於該半導體晶粒和該第一支撐層上方；形成

一互連結構於該半導體晶粒和該囊封劑之一第一表面上方；以及形成一第二支撐層於相

對於該囊封劑之該第一表面的該囊封劑的一第二表面上方。

8.　根據申請專利範圍第 7項的方法，其中該第二支撐層包含一聚合物介電膜。
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9.　一種半導體裝置，其包括：一第一支撐層；一半導體晶粒，其被置放在該第一支撐層的
一開口之中，其中一間隙存在於該開口中而在該半導體晶粒和該第一支撐層之間；以及

一囊封劑，其被沉積於該半導體晶粒和該第一支撐層上方。

10.   根據申請專利範圍第 9項的半導體裝置，其進一步包含被形成於該半導體晶粒和該囊封
劑之一第一表面上方的一互連結構。

11.   根據申請專利範圍第 10項的半導體裝置，其進一步包含被形成於相對於該囊封劑之該第
一表面的該囊封劑的一第二表面上方的一第二支撐層。

12.   根據申請專利範圍第 11項的半導體裝置，其中該第二支撐層包含一聚合物介電膜。
13.   根據申請專利範圍第 10項的半導體裝置，其中該第一支撐層包含一纖維增強型聚合物矩

陣複合材料。

圖式簡單說明

圖 1所示的係一印刷電路板(PCB)，在其表面安裝著不同類型的封裝；圖 2a至 2c所示的
係被安裝至該 PCB的代表性半導體封裝的進一步細節；圖 3a至 3h所示的係藉由切割道分離
之具有複數個半導體晶粒的半導體晶圓；圖 4a至 4j所示的係形成一支撐層於一薄扇出晶圓
級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的製程；圖 5a和 5b所示的係形成於一薄扇出晶圓級晶
片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的一支撐層的實施例；圖 6a至 6d所示的係形成於一薄扇出
晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的一支撐層的實施例；圖 7a至 7j所示的係形成一
支撐層於一薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的製程；圖 8所示的係形成於一
薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的一支撐層的一個實施例；圖 9所示的係形
成於一薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的一支撐層的另一個實施例；圖 10a
至 10k所示的係形成一支撐層於一薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的製程；
圖 11所示的係形成於一薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的一支撐層的另一個
實施例；圖 12a和 12b所示的係形成於一薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體晶粒上方的
一支撐層的實施例；圖 13a和 13b所示的係形成於一薄扇出晶圓級晶片尺寸封裝中的半導體
晶粒上方的一支撐層的實施例。
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